/) THOMSON-CSF BDv 23
DIVISION SEMICONDUCTEURS BDY 24-BDY 25

NPN TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES

( X (" 60 V BDY 23 )
VCEO 90V BDY 24
LF large signal power amplification 140 V BDY 25
Amplification BF grands signaux de puissance
Ic 6A
High current fast switching
Commutation rapide fort courant Ptot 875 W
Rth(j-c) 20C/W  max
15-45 modéle A
h21g (2 A) 30-90 modéle B
75-180 modéle C
Dissipation and Ig/g derating - J

Variation de dissipation et de | g/g

100% J
= ~ A
N K5 Case
75 b4 TO3
\ ~ o Boitier
~,
160%
50 \\
25 N
o 50 100 150t .(°C) J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
BDY 23 BDY 24 BDY 25
(;olle'ctor-base voltage VeBo 60 100 200 v
ension collecteur-base
Collector-emitter voltage
V, 60 920 140 \
Tension collecteur-émetteur CEO
Emitlter-base voltage VeEso 10 10 10 Vv
Tension émetteur-base
Collector current Ic 6 6 6 A
Courant collecteur
Base current I8 3 3 3 A
Courant base
Power dissipation Tease 25 9C Prot 87,6 87,5 87,5 w
Dissipation de puissance
;:::é"r:;':::';;:;m 4 — 65 +200 —65+200 —65+200 Oj
\—
—
Junction-case thermal resistance . Rth(j-c) 2 2 2 oc/w
thermique j boitier
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1981 1/8
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF 401

Tél: (1) 788:60-01 Telex : 610560 * COMPOSANTS



BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tmse=25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

< Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee= go v BDY 23 1 mA
g =
i Vap=90V
Collector-emitter cut-off current CE | : A
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO BDY 24 1 m,
Vap= 140V
B, 0 B8DY 25 1 mA
g =
\‘;csigw BDY 23 05 A
BE™
Collector-emitter cut-off current Vap=100V. | BDY 24
Courant résiduel collecteur-émetteur VEE =0 CES 1 mA
Vee=180V BDY 25 1
VBe=0
Emitter-base cut-off current Vgg=10V
Courant résiduel émetteur-base Ic = 'eBO 1 mA
BDY 23 60 v
*
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =50mA y BDY 24 .
Tension de claquage collecteur-émetteur I(B: -0 V(BRICEO 90 v
BDY 25 140 v
‘BDY 23 60 v
Collector-base breakdown voltage lc =3mA Viemoan | BOY 24
Tension de claquace collecteur-base le =0 (BR)CBO 100 Y]
BDY 25 200 v

* Pulsed
Impulsions

t.=300us 2%
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

BDY 23 -BDY 24 - BDY 25

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
-
- A 55
IVCE: : x B 65
c - (o} 90
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
A 15 20 45
Veg=4V B |30 45 90
lc =24 c |7 82 180
BDY 23 1 v
Collector-emitter saturation voltage |C =2A VCEsat * | BDY 24 0,6 v
Tension de i A IB =0,25A
BDY 25 0.6 v
BDY 23 2 v
Base-emitter saturation voltage lc =2A VBEsat * | BDY 24 12 v
Tension de saturation base-émetteur A g = 0,25 A ‘
B8DY 25 12 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) .
Transition f Veg=15V
ransition frequency
Fréquence de transition IC =05A fr 10 . MHz
f = 10 MHz
Turn-on time lc 5A (PR 1 s
Temps total d'établissement |B 1A u
I. =5A A 2
Turn-off time igy =1A T+t 35
Temps total de coupure { ==1A s
B2 6
* pylsed to= 300ps 2%
Impulsions p
38
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

[ ) —
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

I c collecteur-émetteur

(A) BDY 23
classe B .
00
) s //
4 'l‘-’o‘“ L
—1
A
=T 200
ARY/ Sl ot
p// ‘oomP\ //'
1
2 1 -
50 M —1
/
L] ’
NV 1g=20mA
[T
0
0 1 2 3 VeetV)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE '
Courant collecteur en fonction de la tension

| . collecteur-émetteur

(A) BDY 25 ]
classe B 00‘“%
A
(S
4 /1‘1"/‘“:
L~ ~ }Govy
//// 4\/‘_’0‘&.
3 ] é,é/ K=
1 /r“
Y l
2 ] 5008
LT 0 mA
~20m
/ \g = 20
L1 "1
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0
0 1 2 3

VCE(V)

BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

] c collecteur-émetteur
(A) BDY 24 l
clgsse B
Tk
g“\/ e /
o, -
4 A 250 /,
a il 700‘“’\ -
L~ g o
3 ér//}?/ ~
T e
Y, = | —
mh
2 /4/ A el
mA
7 = 20 mA ——5
1 ]
[
0
0 1 2 3 VeeV!
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
Tension collecteur-émetteur en fonction de la
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)
v) lc =200mA
tcase = 25°C
200 |.BBY. 25
175
150 N
125
BDY 24
100 s, O
75
50
25
0
2 5 2 5 2 5 2 5
10! 102 108 10* Rggla)
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWAR® CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

e toase = 25°C
VCE =4V

120

100 c

Al
A
\

7 \\\
LA
225 N\
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10-1 100 1c(A)

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE ,
Courant base en fonction de la tension base-

B émetteur
(mA ———
m ): —VcE=4V 7 >
4 'y
A \e@p
2 & 4
AV 4
2
102 | -
6 U4
/
) /
2
1
10 e /]
6 +
a '
[i
SN
10°

6/8
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

B "8 [ fcase = 100°C
Veg =4V
120 //r' \{
100 /
/LN
A 1IN
80 / H
DA
60 / ,////F \\\
’
A LI
40 ‘
VZi )
20 B4 -
0
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102 10-1 1 Ic(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de fa tension
base-émetteur

c
(mA): VCE =4V — v’)l;—oi(—ﬁlﬁ
v "/ 2%
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BDY 23-BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i en Tension de saturation base-émetteur en
VCE sat f¢ ion du courant VBE sat fonction du courant collecteur
v T v [ T
€ =10 L -1
1 T [}
' .
tease = 25°C tease = 25°C
1,0 1,0

U >
0,8 08 o+
// A ()4
BDY 23 i A Q@
/ W —
0,4 /’ » 0,4
v’ 04"“/ (
BDY 23 )
0 1 0
22 4 68 2 468 2 468 22 46812 4 68 2 468
10- 10-1 100 Ig (A) 10 10- 100 I (A)
_OLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT - VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de e en : Tension de saturation base-émetteur en
VCE sat f " ¢'1u 'co'ulam‘ VBE sat f " zliu (‘:o‘uranr I
) Ic v g
—=10 -—=10
[ - s
tease = 100°C tease = 100°C ) .
1,6 1,6 /
1.2 1,2 /
/
/4
0,8 0,8
3 LM
/ o0} LM
» ¥
/ - o 24
04 // o 0,4 ®
8 240 g
POIP s S
0 | 0
2 468 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468
102 101 100 Ic (A 102 10°! 100 Ic (A)
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

ANSITION FREQUENCV VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
EgLLECTOR CURRENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Fr de en f du Capacité de sortie en fonction de la
(Ml-'l ) courant collecteur C22b tension collecteur-base
z
Vee =15V (pF)
8
17,5
6
15
N
12,5 . \\
\\\ \
10 o AN
™ N

N
25 N
' h
0 102
0 0,2 2 4 68 2 4
0,4 06 08 1c(A) 100 10! VeV
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS CURRENT
Facteur de réduction de la que en Temps de commutation en fonction du
régime d’impulsions ( ‘) courant collecteur
us
K 8 VCE=50V,t='lOus
— p .
6 — X 6 'c 'c —
S /' ¢ T =9 —==10
s p N B1 'z
= y/
1T LA ™N
2 Z // 2 <]
P -
// 4 // ==t
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/) THOMSON-CSF BDY 26
DIVISION SEMICONDUCTEURS BDY 27-BDY 28

NPN TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES

( ‘ \ ( 180V BDY 2ﬁ

LF large signal power amplification VCEO 200 V BDY 27
Amplification BF grands signaux de puissance 250V BDY 28

High current fast switching Ic 6A
Commutation rapide fort courant
Ptot 875W

Rth(j-c) 20C/W max
15-45 modéles A
h21g (2 A) % 30-90 modéles B
75-180 modles C
Dissipation and Ig/g derating -
Variation de dissipation et de | s/B

100%

N - —
75 NC 6 Case 153
| \ o Boitier

l o
50 } o, N\

| \

: 30 %
25

|

|

|

° 50 100
teasel °C)

150
\_ J \_ J

(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
BDY 26 BDY 27 BDY 28
S o oo | w | v
e w | o
T o | v o 0 | v
Sl o ; : e |
B o | o : s |
o S s Tana 500 s | w
JT:',':;;: r::'z:';;:;‘:mn q — 65 +200 — 65 +200 - 65 +200 Oj
N
r N +
;:::;::;?:;f”":;q’::‘ i:::rt/;r::oiriarm X Reh(j<) 2 2 2 ociw
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 . Février 1981 1/8
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF 409

Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560 * COMPOSANTS



BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

{Unless otherwise stated)

STATIC CI-‘lARACTE_RlSTlCS t ~250C ss othe t
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =180V BDY 26 1 mA
lg =0 .
. Veg =200 V
Collector-emitter cut-off current CE I A
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO BDY 27 1 m
Veg =250V BDY 28 s mA
g =
Vgg =250V BDY 26 1 mA
Vge =
Collector-emjtter cut-off current VCE =300 V lces BDY 27 A
Courant résicuel collecteur-émetteur VBE = 1 m
VCE =400 V BDY 28 1 mA
VBe™
Emitter-base cut-off current Vgg=10V
Courant résiduel émetteur-base e =0 'eso 1 mA
BDY 26 180
BDY 27 | o909
Coltector-emitter breakdown voltage lc =50mA v *'BOV 28 A
Tension de claquage collectour-émetteur g =0 - V(BR)CEO 250
BDY 28 B 250
BDY 28C 220
BDY 26 | 390
Collector-base breakdown voltage- Ic =3mA v * BDY 27 :
Tension de clsquage collectour-basa g =0 {BR)CBO 400 Vv
BOY 28 500 v

* Pulsed
Impulsions

Y, = 300us %

2/8
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

STATIC CHARACTERISTICS t =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
A\
Test conditions i
- Conditions de mesure Min. Typ. Max.
- A 55
IVCEi : X 8 65
c =
[ 90
Static forwzard current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
A 15 20 45
:’CE = ‘2' x B |30 45 90
c = (o] 75 82 180
BDY 26 0,6 v
Collector-emitter saturation voltage e =2A VeEsat * | BoY 27 | 0,6 v
Tension de i 1 : Ig =025A
BDY 28 06 v
8DY 26 12 v
Base-emitter saturation voltage Ic =2A Vggea ¥ | BDY 27 12 v
Tension de saturation base-émetteur |8 =0,25A ’
BDY 28
1,2 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Teansition f Veg=15V
ransition frequency
Fréquence de transition ' Ilg =05A fr 10 ‘MHz
f =10MHz
Turn-on time "C =5 A tg+t All types
Temps total d'éteblissement g =1A T |Tous types 1 us
. lc =56A
Turn-off time oy =1A L+t B 3,5
Temps total de coupure ,81 =—1A st f 5 L
' B2 c

* Pyised th=300us 2%

Impulsions

3/8
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

; BDY 26-

. BDY 27—{s

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

SAFE OPERATING AREA

Continuous
Continu

Puised

Impulsions

[
(A)

0.1

0,05 |-

0,02 |

0,01

20 50 100 200 500 Vggiv)

10

4/8
412



BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

~ RRENT VERSUS COLLECTOR
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- CoLLECTOR CY sus o

EMITTER VOLTAGE
EMITTER VOLTAGE . . Courant collecteur en fonction de la tension
Co:.* int collecteur en fonction de la tension

'c ol reurdmetteur ) collecteur-émetteur
(A) [BpY 26 (mA) A BDY 26
BDY 27 8= BDY 27

BDY 28 d)m / BDY 28
4 Yo SR =T = 160 3 oA
]
L

k4

N\

/
/

25mA |t

- /\00 :“ Iy (’—_’7’
/]/ 2mA
[

80

500k
1,5 mA

\

20 A _—t
——_,

! g 40 1 mA
500 uIA
0 0 [

0 1 20 40 60 80 v

N
w
H
<
o)
mﬂ
s
[S)

ce!V

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension en f ion de /.
résistance base-émetteur

Vi I T T
500 BDT zla ’
400 BDY 27
FTTN
200 [22Y.2 \ \
N\

200 \‘
100

0

25 2 5 25 2 5 25
10° 10" 102 10 10% 10° R
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

en fe ion du courant ¢

h21E T T 17T 1 I
BDY 26 A, 27A,28A '
LBDYZGB,27B,288 =

LA
BDY 26 C,27C, 28C /]
/

80 | Vce=4V
Tcase 25 °C / \
s—
™|\
/1 L\
60 A
/ AN AN
/ ,/ \
40 / A
4404
//
v,
0
2 4 68 2 4 68 2 468
102 10-1 100 Ic (A)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
| |
B = c Vog =4V
(ma) [ VeE =4V T—] i A g
BOY 26 T TS . A A [8oY
4lgpv2r —t ¢ & 4 B8DY 27
BDOY28 & L / s o 4 BOY 28
2 " / / <& 2 K
; i
102 4 1 100 Y7ai
s 1 e hof Y |
6 6 ©
. 4 . &
[ [}
2 l 2 i
1 ] : 1 I i
10 H o 1
6 /1 pe '[
. | .
2 2
10° I i 102
0 0,5 1 15 2 VgglV) 0 04 08 1,2 1,6 Vge(V)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLEQTOR CURRENT

Z'ension de saturation base-émetteur en .’ ension d:u e en
ion du
V, V,
BEsat ['BDY 26 ic &t Meov 26 'c 1
BDY 27 g~ 0 | 8DY 27 T
BDY 28 BDY 28
1,6 1,6
1.2 1.2
08 pe 0,8 4
—~25°C
tease '2/7 /
//
=100°C C /
0,4 tease 04 ped '{{go
A
- 1 “f
0 0 1 |
g2 468 2 468 .2 468 g2 468 .2 468 2 463
10 101 100 IclA) 10 101 100 'clA)
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE, COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fré de ition en f du
tension collecteur-base courant collecteur
C 'T
(g",?,’ BOY 26 (MHz) [BOY 26 Veg=15V
BDY 27 BDY 27
¢lepy 28 BDY 28 ‘
4
\ 15
2
\\ _———-—\\\
2 N ™~
10 S 10
N NN
8
q
6
N
4
\\ 5
2
10' 0
2 468 , 2 468 46 2 3 4 56 89
10° 10! 102 VegtV! 10" 1Al
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

T

s...4.5‘=_9_,§ )

JT 7
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> THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS BDY 55 BDY 56

NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

-

( LF large signal power amplification

Y ( ”

9= 58 60 vV BDY 55
Amplification BF grands signaux de puissance VCcEo { 120V BDY 56
High current fast switching Ic 15A
Commutation rapide fort courant Ptot M7w

Rth(j<) 1,60C/W  max

h21€ (4 A) 20-70

fr 10MHz  min
Dissiaption and Ig/g derating \ )

Variation de dissipation et de I5/g

100 % ' ( j

}
| Cese  ro3icB19)

75 T N, Boitier
|\

50 |— AN
! ‘R

- ! AN 30%
I
|

0
50 100 150 Tcase(0C) J J

N N\

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION .
BDY 55 BDY 56
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 100 150 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur lc 18 18 A
Base current
Courant base 's 7 7 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tease 25 °C Ptot " 17 w
Storage and junction temperature max tj 200 200 o¢
Température de jonction et de stockage Tstg — 65 +200 — 66 +200
Junction-case thermal resistance
. [
Rési thermique j jon-boiti max Rth(j-c) 15 15 CIW
N——
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Décembre 1979 1/7
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE .\ THOMSON-CSF 417

Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560 * COMPOSANTS



' BDY 55, BDY 56

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

Tcase 25 °C o 3
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
-
Test conditions min | typ| max
Conditions de mesure v
Vee = 30V BDY 55 07
Collector-emitter cut-off current B =0 | mA
Courant résiduel collecteur€metteur |Vcog = 60 V ceo
BDY 56 05
B =0
VCe = 100V 5
VBE= —15V
VeE = 100V BDY 55
VBE= —-15V 30
Collector-emitter cut-off current Tcase= 150 °C . mA
Courant résiduel collecteur€metteur |yog = 150 V CEX 3
VBe= —15V
VCE = 150V BDY &6
VBE= —15V 30
Tcase= 150°C
Emitter-base cut-off current VEB = 7V | BDY 55 5 mA
Courant résiduel émetteur-base ic =0 EBO | gpys6 3
Collector-emitter breakdown voltage |Ic = 200 mA v « | BDY 55 60 v
Tension de claquage collecteur-émet- |1g = 0 CEOsus | gDy 56 120
teur
VCe= 4V
Static forward current transfer ratio | CCE = 4A 20 70
Valeur statique du rapport de trans- h21g”
fert direct du courant VCE= 4V 10
Ic = 10A
Ic = 4A
11
Collector-emitter saturation voltage I8 = 04A v - v
Tension de saturation collecteur-emet{|c — 10 A CEsat 25
teur Ig = 33A '
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A v » a v
Tension de saturation base-émetteur |lg = 33 A BEsat
Base-emitter voltage Vce= 4V Vge* 1.8 v
Tension base-émetteur Ic = 4A
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us §< 2%
2/7
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BDY 55, BDY 56

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) Tore 25 0C ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES DYYAMIQUES ( pour petits signaux ) ¢ ( Sauf indications contraires )
Test conditions min| t max
Conditions de mesure P
. VCE= 4V
i ey T o
a f = 10MHz
Turn-on time Ic = 5A
Temps total d'établissement g = 1A i 05 | ms
Turn-ott time Ic = 5A
+
Temps total de coupure Ig1 = 1A s 2 -
g2 = —-1A

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Generator
Générateur
Repetition frequency < 500 Hz )
Fréquence répétition Oscilloscope
Oscilloscope
C=8uF Rgpr =3 ‘©Z 21 MQ
B2 l/ C =20pF
®- == i (N t <20ns
T
= =108Q
[Jsoe []RB1 3Q [JrRe=10
10 us
t <20ns
T
= +
W v _ . V4
BB~ 10* uF Ve 150 V
F M
01u oy // cc
™ =
181 abd 182 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134
g1 et 1g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et Amplificateur type 134
3/7
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BDY 55, BDY 56

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic
(A),
6
5
4
3
2
5 us
" N \ a
N .70 \ \
\ |
101 \\\ /:,“ ! !
; T3 Ly
N 2
. AN \ %‘4";T
: inE el
4 NV -
3 \ \ \‘ v " U
\ v ‘|
v \1
\ \
: \ M 1L
NI
| \
\
100 A“ \ :
\ s
7 L
AMEAL
6 ¥
Ay
5 o ¥
a Vi
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| . collecteur-émetteur

(A)
) (S
«
Voes
4 L \7_0&
V/Joﬁ‘.r
3 V 80 m‘T
60 mP|~
2 —
40 mA
1 [
l‘ =20 mA
0
0 1 2 3 4 Ve

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension en fe ion de la

VCE Z b, teur (valeur )
V)

150

N
N
125 BDY 56
100

75 \

50

TR I A

(A)

04

0,3

0,2

0,1

0 10 20 30

21E

‘*BDY 55, *BDY 56

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

1 T
0 mA_L—

|t

40 VetV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

VCE=4V

N
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0 2 468 2 468, 2 46
1072 10" 100 e (A)
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*BDY 55, *BDY 56

TYPICAL 'CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
lB Ic
= I ] T _ 4
(m/:) Ve =4V = WV =3V] Lg" L =
a A 6 v A /.'\66
s =z
¢/ 0/ s “ﬂy(/ o
2 * < 4
/ N /
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8 17 2
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4
10°
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/ 6
10! I
8 Il a
6
4
2
2
10° 10!
0 05 1° 15 2 Vg v 04 0,8 1,2 1,6 2
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Termon de en Tension de saturation base-émetteur en
du fe ion du
"csm VBEsat

Wy ) N
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! i J
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’ 4
04 /| 0,8 —950C 4
—100°C // Jome //
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

Co2n o
(pF) f=1MHz

8

6

N
. \\
N
N
N

] \ \
10?

100 2 4 6 8101 2 4 6 VCB(V)
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

t
T
us) 1, BDY 56
6 's
a
ton
~
2
-1 t
10 ~— f
6
4
1
C
—==10
2~
Vee=30V
102 L1 1
0 4 8 12 16 Ic (A)

(MHz)

10

1

*BDY 55, *BDY 56

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
£, de Py

F en fc ion du
courant collecteur
VCE =4V
f=1MHz
T )
4 68 2 4 6
0! 10° o (A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la ique en
régime d‘impulsions
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/> THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS B DY 5 7— BDY 58
NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

4 N a
LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VCEO 8oV BDY 57
. ¢ 125V BDYS58
High current fast switching Ic 25 A
Commutation rapide fort courant Prot 175 W
Rth(j-c) 10C/W  max
h21g (10 A) 20-60
fr 7 MHz min
Dissipation and Ig/g derating \_ J

Variation de dissipation et de IS/g

100 % ( w
se
: **  to3(cB19)
\ Boitier
75|—1 \
BT
; %
50— N
[}
25 : 30%
[}
[}
0 1
50 100 150 Tase(OC)
\— _J . J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) W
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDY 57 BDY 58
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vcso 120 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo 80 125 M
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 10 10 v
Collector current
Courant collecteur lc 2% 25 A
Base current 6
Courant base 's 6 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 26 °C Ptot 175 175 w
Storage and junction temperature max tj 200 200 oc
Température de jonction et de stock Tstg — 65 +200 — 65 +200
Junction-case thermal resistance oy
Rési: thermique j jon-boitier ™% Rth(j-c) 1 . ! /W
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Décembre 1979 1/7

F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE ' \ -CSF 425
I :(1) 788-50-01 Telex : 610560
Tél: (1) 788-50.01 Telex : 6105 . ©@§gb‘\‘]‘ﬁ‘8



BDY 57, 3DY 58

STATIC CHARACTERISTICS Tosss 26 0C { Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )
~ Test conditions .
Conditions de mesure min [ typ | max
Collector-base cut-off current Ve = 120V
Courant résiduel collecteur-base I =0 lceo 051 1 mA
Collector-emitter cut-off current ;/CET ?g S\g | 10 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur |. BE= CER
Tease= 1000C
Emitter-base cut-off current VER= 10V
,5 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 leso 0 m
Collector-emitter breakdown voltage
. Ic = 100mA « |BDY 57 80
;izsmn de claquage collecteur-£émet- I8 =0 VCEOsus BDY 58 125 v
Collector-base breékdown voltage Ic = 5mA v « |BDY 57 120 v
Tension de claquage collecteur-base Ie =0 (BR)CBO BDY 58 160
Emitter-base breakdown voltage Ig = 5mA »
10 \
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 V(BRIEBO
VCE= 4V
20 60
Ic = 10A
Static forward current transfer ratio [Veg = 4V hote* 15
Valeur statique du rapport de trans- Ic = 20A 21E
fert direct du courant VeE= 4V
ic = 10A 10
Tcase= —300C
Collector-emitter saturation voltage [Ic = 10 A . 0 14 v
Tension de saturation collecteur-émet-|lg = 1A VCEsat S
teur
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A * 14 | 2 v
Tension de saturation base-émetteur |l|g — 1A VBEsat :
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) * Pulsed
N ty =
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES { pour petits signaux ) Impulsions  tp 300 ws 5 < 2%
. VCE= 15V
o | e 7
quence de . f o= 10MHz
Turn-on time Ic = 15A
+ 0,25 1
Temps total d’établissement iB = 15A ¥ ks
Turn-off time Ic = 16A
Temps total de coupure Ig1 = 15A ts + tf 1 2 us
IB2 = -15A

217
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BDY 57 - BDY 58

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS ( and oscillograms )
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION ( et oscillogrammes )

-

ty Vee=75V
T 10* uF
‘g1 t
g —_—
l | 5Q
H B2
{ []
: '82
l - Oscilloscope Tektronix7603
) or equivalent
T 00 H Oscilloscope Tektronix 7603
%1— —_— » ou equivalent
'C l N
‘ 10%+H-+ —- - t
J |
R U
t, T o
on | 0
R - Rp : non inductive resistances Ig1 and g9 mesured with Tektronix probe P 6021 and
et Pulse width =10pus Amplifier type 134
Form factor <1% 1gy et I g5 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Rise and pulse time <50 ns Amplificateur type 134

R - Rp : résistances non inductives

tp Largeur d‘impulsion + = 10 ps
Facteur de forme <1%
Temps de montée et descente <50 ns

317
a1



BDY 57 - BDY 58

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE
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\ |
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7 t
e T
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2
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8
7
6
5
af Tease 25°C
3 DC operation
Régime continu
2} — _ _ __ Pulsed operation B 3
Régime impulsionnel > >
- N Q Q
I LT
100 2 3 4 5678 191 2 3 4 567842 2 3 4 567
VCE (V)
a4/7
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
'c
(A)
300 mA
/ ~
8 Vf”"?:ﬁ) mA
Y 200 mA
6 /
//‘ 150 mA
y
4 100 mA
2 / lg =50 mA
[

0 1 2 3 4 B vgiv

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
1
C
(mA) 4 BDY 58
J,s mlA /
—| /]
160 :—'EP[\/ /// l
3’5 m‘A /
120 ——T/ 7Y
ama LA / /
"l
80 2.5 mA //
o A/,
B /'
40 1,5 mA / /
1 mA 4/ / ol |
0 500 u|A ,__.4_// /\ :
T L

0 40 80 120 160 Vietv)

BDY 57, BDY 58

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR.-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
'c
(mA) ?DY 57
200 b—+—4 mA ——= 4
T // |
3,%, mA _,/, l
160
A
,.'——-"—'
120 N g /
2,5 m: [
A LA
80
| AN
L ——15m —
40 —1—1 mA—] — \
:;-(-)0 pA
0 T 's =0

o] 20 40 60 80 100 Vcgetv)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

ha1e .
VCE =4V
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BDY 57 - BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

VOLTAGE EMITTER VOLTAGE

Courant base en fonction de /a tension base- Courant collecteur en fonction de la tension

lB émetteur | base-émetteur
C
(mA)
8[Veg =4 v_|_ = ‘A)s Vg =4 V]
6 ot
& A 6
4 & z 4
Y o
K9 =100°C
2 f 2 3 tease ”
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VBE(V) 0 1 2 VgeV)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de ¢ ke é en Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du courant collecteur fe ion du courant
?5)“ t VBEsal
Ic V) Ic
- = 10 -= 10
B
3 3 8
O
g o
7 &
@
3
L :
2 , 2 T?/
|
DL
1 1 // i
/ © i 2T |
/ //'ﬁ, o]
V // &
—v/ | I
0 2 4 6 2 468 2 68 0 4 € 4
. 4 ] R 46 5
107" o° 10" ¢ 107" o° 2o 1Al
6/7

430



COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE(mImmum value)
Tens/on en f de la

ir (valeur

Vce
| Tease 25 °C

(v)
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2 o

90

N
80

70
2
100

5 2
101

5 2
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5
103

2

5. 2 5
104 RBE(S2)

BDY 57 - BDY 58

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT

Temps de commutation en fonction du
courant collecteur

t{us) T T
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*\ Vee =75V
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0
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING

FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
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régime d’impulsions
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

LF large signal power am.plification
Amplification BF grands signaux de puissance

Switching application
Application en commutation

Dissipation derating
Variation de dissipation

100 %

N

75 i \

~

BDY 78-BDY 79

NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

-

V. 55V BDY 7?
CEO 120V BDY79

Ic 4A
Ptot 25W
Rth(j-c) 70oC/W max
h21g (0,5 A) 25 - 100
fr 8 MHz min

- ),
Cae 15 66(CB72) W

Boitier

25 —1— N
|
|
Il
50 100 150 Tcasel©C)
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) BDY 78 BDY 79
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 0 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 55 120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBE=—15V Veex 90 160 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur 'c 4 4 A
Base current
Courant base I8 2 2 A
Power dissipation s
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 25 25 w
Storage and junction temperature max tj 200 200 o
Qmpérature de jonction et de stockage Tstg —65 +200 — 65+ 200 c )
2 R
Junction-case thermal resistance . o
thermique j jon-boitier " Rth(jc) 7 7 C/W
\— J

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560

Décembre 1979 1/6
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BDY 78, BDY 79

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

Tease 25 °C L
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
- ear
Test conditions min |t max
Conditions de mesure P
VCce= 90V 1
VBe= -15V
VCE= 90V BDY 78
VBe= —-15V 5
Collector-emitter cut-off current Tcasee 150 °C | mA
Courant résiduel collecteurémetteur VCE= 150V CEX 1
VBg= —-15V
VCE= 150 V BDY 79
VBe= —-15V 5
Tcase= 150 0C
Emitter-base cut-off current VEg= 7V | 1 mA
Courant résiduel émetteur-base ic =0 EBO
Collector-emitter breakdown voltage
. Ic 100 mA « |BDY 78 55
Tension de claquage collecteur-émet- 8 0 V(BR)CEO BDY 79 120 \
teur
Collector-base breakdown voltage Ic 1mA v « |BDY 78 90 v
Tension de claquage collecteur-base |lg = 0 (BRICBO BDY 79 150
VCE= 4V
Static forward current transfer ratio | CCE - 05A 25 100
Valeur statique du rapport de trans- " h21e*
fert direct du courant Vce= 4V 5
Ic = 3A
Ic = 05A 1
Collector-emitter saturation voltage [IB = 0,05 A Y * v
Tension de saturation collecteurémet-|ic = 3 A CEsat 3
teur B = 1A
Base-emitter voltage Vge= 4V »
: 2
Tension base-émetteur Ic = 05A VBE v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Transition frequency Vce= 10V
8 MH
Fréquence de transition Ic = 02A fr z
* Pulsed
Imputsions tp = 300 us 6 < 2%
2/6
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BDY 78 - BDY 79

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE SECURITE
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BDY 78, BDY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYRIQUES

4/6
436

(A)

0,4

0,3

0,2

0,1

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

E=xa

0 4 8 12 16 Vv

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
Tension coll en f jon de la
résistance base-émetteur (valeur minimum)
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BDY 78
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

) collecteur-émetteur
C
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
's
(mA) Veg =4 VA
6
a4
2 o0
/”6
2 2 O
107, o Qi
6
a /| et®
s
2
/
10 /
8 VA
: ll 7
4
L]
10° /
0,6 08 1 1.2 1,4 VgeV)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

v du courant colle
BE sat
) T
L =10
Ig N
1,6

2 /

—25°C
08 —‘case/'l
4\0000
1case
04
0 2
4 6 8 2 6
10" 10° 1A

BDY 78, BDY 79

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur
VCE =4V
;
2%
o
RS ~ G
Xcas®
N
A/
/[ 1/
/ y
05 0,7 0,9 11 1,3 VBE(V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de -émetteur en
fonction du courant collecteur .
CE)sat
I T
le= 10
'
16
1,2 jl
0,8 //
04 o5 /
z
eo*® *C
A
=]
2 4 6 8 2 4 6
10 10° I (A)
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BDY 78, BDY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

22b
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10° 10’ cs
(V)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la ré: ique en
régime d‘impulsions
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